Exemplo 4.2 Projete o circuito abaixo para 1p=400 pA e Vp = +0,5V, sabendo-se que V:=0,7 V, p,

Cox=100 pA/V2, L=1pme W =32 um (A = 0).
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Exemplo 4.3: Projete o circuito abaixo para 1p=80 pA. Determine R e Vp. Considere Vi=0,6 V, L,
Cox =200 pA/V?, L=0,8 ume W =4 um (A =0).
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Exemplo 4.6: Projete o circuito abaixo para 15=500 pA e Vp, = +3V, sabendo-se que Vi= -1V,
ko' (W/L) = 1 mA/V2 (L =0).
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Exemplo 4.7: 0 PMOS e o NMOS do circuito abaixo sdo casados, isto &, k," (W/L)= k,"(W/L) =
1 mA/V? e Vi, = - Vi = 1V. Considerando A = 0 para ambos, determine Ipy € lpp € Vo para v; = +2,5V,

-2,5V e OV.
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Exemplo 4.5: Analise o circuito abaixo e determine todas as tensdes nos nds e correntes nos
ramos. Considere Vi= 1,0 V e k,'(W/L) =1 mA/V?
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